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   郑厚植，男，中科院院士，研究员，博士生导师。  

   自1979年以来长期从事半导体低维量子结构物理及新

器件探索，所在的半导体超晶格国家重点实验室具备先进

而齐全的超薄半导体材料生长，光学／电学测试手段。包

括：4台分子束外延系统（MBE）（1新、3旧）；各种稳

态、时间分辨和非线性光谱系统（飞秒瞬态激光光谱，拉曼光谱，付里叶光谱，

PL、PLE光谱，磁光和时间分辨法拉第旋转光谱）；低温强磁场系统和各种电学

测试手段。研究所新建的“半导体集成技术中心”可以提供先进而配套的纳米加

工手段。  

   取得的重要科研成果及所获奖励：  

   其在半导体低维量子结构领域内作出了系统而重要的成果。最早报道了量子

霍耳效应的尺寸效应；与英国学者同时独立地在国际上最早提出了分裂栅控技

术，并用它实现了具有高迁移率的一维异质结量子线；首次报道了局域化由二维

至一维的维度变换行为；首次从实验上证实了相位损失时间与电导的重要理论关

系；提出了空穴反常磁阻效应新理论；报道了二维至二维共振隧穿模式的特异

性；发展了测量量子霍耳区电子扩散系数、量子阱中电子隧穿逃逸时间和利用双

势垒结构磁电容谱测量朗道态密度的新原理、新方法；研制了可调谐量子点微腔

探测器、光存储探测器等新器件。曾获1994、1995年度中国科学院自然科学一

等奖、二等奖。  

   目前主要研究领域方向：  

   1、低维量子结构物理和纳米量子器件  

   2、半导体自旋电子学和自旋量子器件  

   3、半导体中的量子相干过程、波函数工程和量子相干器件  

   联系方式：  

   E-mail：hzzheng@semi.ac.cn   

   完成／在研主要项目：  

   1.国家攀登计划重大项目“半导体超晶格物理及材料、器件探索”（1991－
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1995）首席专家。   

   2.国家攀登计划重大项目“半导体超晶格、低维量子结构物理、材料和器件

探索”（1996－2000）首席专家。   

   3.国家自然科学基金重点项目“半导体／非半导体低维结构物理及其应用”

（1998－2001）首席专家。   

   4.中科院重要方向项目“量子结构、量子器件的基础研究”（2001.10－

2006.10）首席专家。   

   5.“973”项目“IT前沿中的固态量子结构、量子器件及其集成技术”

（2002－2006）首席专家。   
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关于 我们 

      1956年，在我国十二年科学技术发展远景规划中，

半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之

一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地，国家

于1960年9月6日在北京成立中国科学院半导体研究所开

启了中国半导体科学技术的发展之路。 
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